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摘要(译)

本发明公开一种聚合物发光二极管的去边方法，涉及半导体发光器件技
术领域；所要解决的是半导体发光器件制造中的去边技术问题；该方法
的步骤：1)在旋涂完聚合物材料的基板上覆盖上光罩，2)利用紫外光
(UV)对聚合物有机材料(MEH－PPV，PEDOT等)进行曝光，使材料发生
分解；3)将经过曝光改性的聚合物材料，利用有机溶剂进行清洗，清洗
之后得到所需要的图形，并将原先被覆盖的金属引线曝露出来；4)将金
属电极层经蒸镀直接覆盖在金属引线或覆盖有PEDOT层的金属引线上。
本发明的去边方法具有能有效去除覆盖在引线上的聚合物有机材料的特
点。
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